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Materia Carrera Plan Afio  Periodo
ELECTRONICA ANALOGICA | ING.ELECT.O.S.D 13/08 2026 2° cuatrimestre
ELECTRONICA ANALOGICA | PROF.TECN.ELECT 0095/0 2026 2° cuatrimestre
15/13 .
ELECTRONICA ANALOGICA | TEC.UNIV.ELECT. . 2026 2° cuatrimestre
ELECTRONICA ANALOGICA | TEC.UNIV.TELEC. 16/13 2026 2° cuatrimestre
Il - Equipo Docente
Docente Funcion Cargo Dedicacion
COSTA, DIEGO ESTEBAN Prof. Responsable P.Adj Exc 40 Hs
HERNANDEZ VELAZQUEZ, SERGIO FE Prof. Co-Responsable P.Adj Exc 40 Hs
SOLISLEYES, JULIO DARIO Auxiliar de Laboratorio A.2daSimp 10 Hs

1l - Caracteristicasdel Curso

CreditoHorario Semanal

Teorico/Practico | Tedricas| Practicasde Aula | Pract. delab/ camp/ Resid/ PIP, etc. | Total

OHs 60 Hs 15Hs 15Hs 6 Hs
Tipificacion | Periodo
B - Teoriacon préacticas de aulay laboratorio 2° Cuatrimestre
Duracion
Desde Hasta | Cantidad de Semanas | Cantidad deHoras

03/08/2026 13/11/2026

15

90

IV - Fundamentacion

El estudio general de los semiconductores, 10s dispositivos basados en uniones p-n (diodos, BJT y FET) y su comportamiento
en circuitos constituye el ntcleo conceptual parael andlisis, modelado y disefio de aplicaciones en areas clave de la
ingenieria, tales como el procesamiento de sefides, el control, las comunicaciones y lainstrumentacion electronica.
Asimismo, estos fundamentos resultan indispensables para comprender la arquitecturainterna, laconmutaciony las
restricciones fisicas de las compuertas en | as distintas familias | 6gicas de | os sistemas digitales.

Aporte alas Actividades Reservadas, Alcances del Titulo y Perfil de Egreso:

La asignatura contribuye de manera directa a desarrollo de las competencias asociadas a las siguientes Actividades

Reservadas (AR) fijadas por laRM 1550/2021:

AR 1.1: Proyecto, disefio y calculo de sistemas, equiposy dispositivos de generacion, transmision y/o procesamiento de

camposy sefides analégicosy digitales.
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AR 1.2: Planteo, interpretacion, modelado, implementacion, resolucion, andlisisy sintesis de circuitos y sistemas
electronicos. En relacion con € Perfil de Egreso y los Alcances del Titulo, la asignatura aporta las bases
cientifico-tecnol 6gicas para que e estudiante adquierala capacidad de modelar analiticay experimentalmente el
comportamiento de componentes semiconductores, permitiéndole abordar el disefio de etapas de amplificacion,
acondicionamiento de sefiales y conversion de energia en fases posteriores de la carrera.

V - Objetivos/ Resultados de Aprendizaje

Propésito General:

Brindar las bases cientifico-tecnol 6gicas para el modelado, andlisis, disefio, caracterizacién experimental y deteccion de fallas
en circuitos electrénicos anal 6gicos basados en componentes semiconductores no lineales (diodos y transistores) y
amplificadores operacionales, integrando cél culo analitico, simulacioén computacional y trabajo en laboratorio.

Resultados de Aprendizaje (RA):

RA1 (Modelado y Andlisis): Modelar y analizar el comportamiento dinamico y en corriente continua (polarizacion y pegquefia
sefial) de circuitos con dispositivos semiconductores no lineales (diodos, transistores BJT y FET) y amplificadores
operacionales, aplicando herramientas analiticas y software de simulacién para determinar sus parametros equivalentesy
puntos de operacion.

RA?2 (Disefio de Etapas Analdgicas): Disefiar y calcular etapas amplificadoras mono y multietapa que cumplan con
especificaciones técnicas preestablecidas de amplificacion, impedancias de entrada/saliday respuesta en frecuencia,
evaluando diferentes topologias y configuraciones de realimentacion.

RA3 (Montaje, Instrumental y Diagnostico): Implementar fisicamente y ensayar circuitos anal égicos en el laboratorio,
operando instrumental de medicion (osciloscopios, fuentes, generadores de funciones) para verificar experimentalmente el
disefio, detectar fallasy contrastar las mediciones con los model os tedricos y simulaciones.

RA4 (Integracion y Comunicacién Técnica): Resolver, en equipo, un proyecto integrador de disefio e implementacion de un
sistema electrénico anal égico, comunicando |os resultados técnicos mediante |a redaccién de informes normalizados y
defensas orales.

V1 - Contenidos

Tema 1: Circuitosy componentes. Fuentes de tensién y de corriente. Resistor es, capacitor es e inductor es. Teoremas de
Thévenin y Norton. Cortocircuitoy circuito abierto. Modelos y apr oximaciones.

Tema 2: Semiconductores. M odelos atdmicos. M odelo de enlacesy modelo de bandas de ener gia. Sélido. Conductores,
semiconductoresy aislador es. Portadores. Semiconductor es intrinsecosy extrinsecos. Unidn p-n. Zona de deser cion.
Barrera de potencial. Equilibrio, polarizacion directa einversa. Ruptura.

Tema 3: Diodos. Principio de funcionamiento. Forma de fabricacion. Curva caracteristica. Zonas de funcionamiento:
Polarizacién directa, inversay ruptura. Potencia. Modelos equivalentes: Diodo ideal, segunday tercer aproximacion,
segunday tercer aproximacioén en ruptura. Parametros: Tension umbral y resistencia dindmica en directa, tensién de
rupturay resistencia dinamica en ruptura. Polarizacion. Recta de car ga. Punto de operacion.

Tema 4: Rectificadores. Valor medio, valor eficaz y valor de pico. Formas de onda de una sefial. Transformadores:
Caracterizacion, relacion de espirasy potencia. Rectificador de media onda. Rectificador de onda completa: Con
transformador con punto medio y con puente de diodos. Filtros: Con capacitor y de choque. Rizado. Tension de pico
inversoy corrienteinicial. Fusibles.

Tema 5: Reguladores. Diodos zener y avalancha. Fuentes de alimentacion. Andlisisdel rizado. Polarizacién del
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regulador: Resistencia serie minimay maxima, y valor minimo de tension de entrada. Analisisen corriente alterna del
regulador: Rizado ala salida.

Tema 6: Otros circuitos con diodos. Diodos de sefial. Cambiador de nivel positivo y negativo, detector de picoy
detector pico a pico. Multiplicadores detension: Duplicadores, triplicador es, cuadriplicadores. Limitadores positivosy
negativos, combinadosy fijadores de nivel.

Tema 7: Transistor Bipolar de Union (BJT). Principio de funcionamiento. Forma de fabricacion. Transistor NPN y
PNP. Curvas car acteristicas de entrada y de salida. Zonas de funcionamiento: Saturacion, corte, activa directa, activa
invertiday ruptura. Disipacion de potencia. M odelos equivalentes: M odelo simplificado por zonas de funcionamiento
para polarizacion, modelo simplificado T y pi para pequefia sefial. Pardmetr os: Amplificacion de corriente beta en
directa einversa para polarizacién, amplificacion de corriente hfey resistencia de emisor para pequefia sefial.
Optoacopladoresy fototransistores. Par Darlington.

Tema 8: Polarizacion del BJT. Caracteristica de cada zona de funcionamiento y método de analisis. Recta de carga en
corriente continua. Punto de operacién. Circuitos de polarizacion: Polarizacion fija, con emisor realimentadoy con
colector realimentado. Variantes.

Tema 9: Pequefia sefial con BJT. Concepto de pequefia sefial. Acoplamiento dela entraday la salida, y desacople dela
resistencia de emisor. Configuraciones. Emisor comun, colector comdn y base comun. Circuito equivalente para
polarizacion y para pequeia sefial en frecuencias medias. Par@metr os de una etapa en emisor comdn y en colector
comun: Resistencia de entrada en la base, resistencia de entrada de la etapa, resistencia de salida de la etapa,
amplificacién detension de la etapay global. Recta de carga en corriente alterna. Maxima excursion. Etapasen
cascada. Realimentacion.

Tema 10: Amplificadores de potencia. Clasificacion: Por tipo de acoplamiento, rango de frecuencia, nivel de sefial y
clase de operacion. Gananciay rendimiento. Amplificador clase A, B 'y C: Circuitos equivalentes en continuay
alterna, rectas de carga, potencia media de polarizacion, de saliday en el colector, rendimiento y transferencia de
tension. Clase B: Circuitos con simetria complementaria, distorsion de cruce por cer o, compensacion para
temperatura, realimentacion. Clase C: Resonancia y filtrado de armonicos, factor de méritoy ancho de banda, y ciclo
detrabajo.

Tema 11: Transistor de Efecto de Campo de Unidn (JFET). Principio de funcionamiento. Forma de fabricacién.
Curvas car acteristicas de entrada y de transconductancia. Zonas de funcionamiento: Lineal, saturacion y ruptura.
Parametros: Corriente de saturacion méxima, tension de apagado, tensién de extrangulamiento y transconductancia.
Resistencia de encendido y apagado. M odelo equivalente.

Tema 12: Polarizacién del JFET. Car acteristica de cada zona de funcionamiento y método de andlisis. Punto de
operacion. Circuitos de polarizacion: Autopolarizacion, con tensién constante, con corriente constantey con
realimentacién de fuente. Recta de carga. Aplicaciones (interruptor, muestreador, multiplexor, amplificador de
aislamiento, resistor controlado por tension, CAG y limitador de corriente).

Tema 13: Pequefia sefial con JFET. Acoplamiento dela entraday la salida, y desacople de laresistencia de fuente.
Configuraciones: Fuente comun, drenador comuin y compuerta comun. Circuito equivalente para polarizacion y para
peguefia sefial en frecuencias medias. Parametr os de una etapa en fuente comdn y en drenador comun: Resistencia de
entrada, amplificacion detension dela etapay global.

Péagina 3




Tema 14: Transistor de Efecto de Campo M etal-Oxido-Semiconductor (M OSFET). Principio de funcionamiento.
Forma defabricacion. MOSFET de empobrecimiento y de enriquecimiento. Curvas car acteristicas. Zonas de
funcionamiento. M odelo equivalente. Aplicaciones. Llavesdigitaless CMOS. MOSFET de potencia.

VI1I - Plan de Trabajos Practicos

Plan de Trabajos Préacticos de Ejercicios de Calculo, Model os de Simulacion y Experiencias de Laboratorio:

1. Instrumental. Componentes.

2. Diodos. Rectificadores.

3. Reguladores. Otros circuitos con diodos.

4. BJT. Polarizaciéon del BJT. Andlisis en pequefia sefial del BJT.

5. Amplificadores de potencia.

6. JFET. Polarizacion del JFET. Andlisis en peguefia sefial con JFET. MOSFET.

INTEGRACION, ABORDAJE Y EVALUACION DE EJES TRANSVERSALESEN LOS TRABAJOS PRACTICOS:

En el desarrollo de las précticas de aula, smulacion y laboratorio, se abordan y evalllan de manera explicitalos siguientes
Ejes Transversales definidos por €l estandar nacional (RM 1550/2021):

Eje Transversal: Identificacion, formulacion y resolucion de problemas de ingenieria (Nivel 2 - Medio).

Como se aborda: En cada guia de TP de calculo y simulacion se plantean problemas de acondicionamiento de sefiales y
conversion de energia basados en especificaciones reales. El estudiantado debe identificar las restricciones operativas de los
componentes, formular los model os equivalentes (ideal, 2da/3ra aproximacion o modelo $\pi$) y simular €l circuito antes de
su implementacién.

Como se evallla: Mediante el seguimiento en clase de la resolucidn de problemas'y larevision de las simulaciones en SPICE
presentadas en los informes.

Eje Transversal: Conception, disefio y desarrollo de proyectos de ingenieria (Nivel 1 - Inicial / Introduccién).

COmo se aborda: A través del desarrollo de un Proyecto Integrador de Disefio Analdgico de complejidad acotada (por
gjemplo, una fuente de alimentacion regulada lineal o una etapa amplificadora de audio de baja potencia). El estudiantado
recibe especificaciones como rizado admisible, amplificacion, impedancias, etc., debiendo calcular |os componentes, simular

el sistemay montar € circuito sobre la placa de prueba.

Como se evalla: Mediante la entrega de un Informe Técnico del Proyecto y la verificacién de las especificaciones mediante
mediciones directas sobre el prototipo en la mesa de laboratorio.

Eje Transversal: Utilizacion de técnicas y herramientas de aplicacion en laingenieria (Nivel 2 - Medio).

Como se aborda: Durante las préacticas de laboratorio, el estudiantado interactlia obligatoriamente con instrumental fisico
profesional (osciloscopios digitales, generadores de funciones, fuentes de alimentacion dobles) y software de simulacion
circuital (SPICE, LTspice, Multisim) parael contraste anal itico-numeérico-experimental .

Como se evallla: Mediante la observacion directa del desempefio técnico del estudiante en la mesa de trabajo (correcto
conexionado, calibracién de sondas y uso adecuado de |as funciones del osciloscopio) y la evaluacion de la seccion

metodol 6gica en los Informes de Laboratorio.

Eje Transversal: Fundamentos para una comunicacion efectiva (Nivel 1 - Inicial / Introduccion).
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Como se aborda: El estudiantado debe confeccionar Informes Técnicos de Laboratorio estructurados con rigor académico,
utilizando la simbol ogia esquemética normalizada (IEEE/I EC), tablas comparativas de val ores tedricos/simulados/medidos y
gréficos de respuesta temporal, transferencias, curvas caracteristicas relevadas, etc..

Como se evalla: Aplicacion de rubricas de evaluacion sobre la claridad de redaccion, correccion gramatical y precision en e
uso del vocabulario técnico en los informes grupal es entregados.

Eje Transversal: Fundamentos para el aprendizaje continuo (Nivel 1 - Inicial / Introduccion).
COmo se aborda: Se promueve el uso del Campus Virtual Moodle, promoviendo al estudiantado para que realice consultas de
manera autonoma sobre € material y las hojas de datos (datasheets) comerciales de fabricantes diversos, para extraer

parametros reales de transistores y diodos necesarios para los calculos y simulaciones.

Como se evalla: Mediante preguntas especificas en las guias de laboratorio y cuestionarios previos que requieren haber
extraido parametros reales de | as hojas de datos sin intervencion docente.

VIII - Regimen de Aprobacion

PARA OBTENER LA REGULARIDAD SE REQUIERE:

Como minimo el 80% de asistencia alas clases de préctica (de simulacién y laboratorio).
Aprobacion de las 6 Guias de Ejercicios de Practicas.

Aprobacion de la parte practica de las evaluaciones parciales (calificacion igual o superior a 7/10).
Aprobacion del trabgjo final.

Para poder asistir ala clase de laboratorio se requiere aprobar €l cuestionario con los contenidos minimos requeridos a inicio
delaclase.

Para aprobar las Guias de Ejercicios de practicas se requiere presentar la planilla de correccion de los gjercicios de laboratorio
con los resultados correctos a final de cada clase de laboratorio.

Para las précticas de laboratorio, se dispondré de una fecha especial pararecuperar dos précticas como méximo, antes de
finalizar el cuatrimestre.

El trabgjo final de disefio se realizara en forma progresiva segun el avance de los temas de la materia. Los resultados
preliminares se deben presentar al finalizar cada unidad tematicay el trabajo completo debe presentarse en forma escrita
(cumpliendo con e formato de presentacion correspondiente segun la plantilla modelo entregada) con €l archivo adjunto de
simulacién y planilla de cdlculo para su aprobacion antes de finalizar € cuatrimestre.

PARA OBTENER LA PROMOCION SE REQUIERE:

Cumplir con los requisitos para obtener la regularidad.

Como minimo el 80% de asistencia alas clases.

Aprobacion de la parte tedrica de las evaluaciones parciales (calificacion igual o superior a 7/10).
Aprobacion del informe del trabajo final o coloquio integrador.

IX - Bibliografia Basica

[1] Malvino, A. P., & Bates, D. J. (2021). Principios de electrénica (8.2 ed.). McGraw-Hill Education.
[2] Floyd, T. L. (2016). Dispositivos €l ectronicos (9.2 ed.). Pearson Educacion.

X - Bibliografia Complementaria

[1] Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2018). Electronica: Teoriade circuitosy dispositivos electrénicos (11.2 ed.). Pearson
Educacién.

[2] Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2017). Circuitos microelectrénicos (7.2 ed.). Oxford University Press.

[3] Zbar, P. B., & Rockis, G. (2001). Ingenieria electronica: Practicas de laboratorio. Alfaomega/ Marcombo.

[4] Kiver, M. S. (1995). Electronica basica. Marcombo.

[5] Millman, J., & Halkias, C. C. (1995). Electrénicaintegrada: Circuitosy sistemas analdgicosy digitales. Marcombo.

[6] Schilling, D. L., & Belove, C. (1993). Circuitos electronicos: Discretos e integrados (3.2 ed.). McGraw-Hill.
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X1 - Resumen de Objetivos

Brindar los fundamentos de los circuitos con dispositivos semiconductores de unidn p-n realizando précticas de céculo,
simulacién y laboratorio.

X1l - Resumen del Programa

Circuitos y Componentes. Semiconductores. Diodos. Rectificadores. Reguladores. Otros circuitos con Diodos. Transistores
de unién bipolares (BJT). Polarizacion del BJT. Andlisis en pegqueiia sefial del BJT. Amplificadores de potencia con BJT.
Transistores de efecto de campo de union (JFET). Polarizacion del JFET. Andlisis en pequefia sefial del JFET. Transistores de
Efecto de Campo Metal-Oxido-Semiconductor (MOSFET).

X111 - Imprevistos

X1V - Otros

M etodol ogia de Ensefianza, Evaluacion y Entornos Virtuales

Lametodol ogia de |a ensefianza se sustentara en un enfoque de construccion conceptual participativa. Las clases seinician
con la exposicién de los fundamentos conceptuales 'y leyes fisicas a cargo de quienes integran € equipo docente. A partir de
este marco inicial, mediante el planteo de interrogantes y escenarios de discusion tedrica, se promueve latransformacién del
aulaen un espacio de andlisis colectivo y debate guiado, posicionando a estudiantado como sujeto activo y preparando €
camino para el trabajo en equipo que requiere el gercicio profesional. Mediante el planteo de problemas, preguntas
dinamizadorasy la discusion grupal, se orientarala deduccién, articulacion y desarrollo de los conceptos derivados y de
mayor complejidad, fomentando €l pensamiento critico y la autonomia cognitiva.

L as clases tedricas abordan los marcos anal iticos y fundamentos conceptual es esenciales para el desarrollo de los contenidos
de laasignatura, los modelos circuitales equivalentes y e comportamiento de |os dispositivos semiconductores en corriente
continuay corriente alterna, promoviendo el andlisis de los conceptos tedricos que sustentan 1os métodos de polarizacién,
andlisis en pequefia sefia, funcionamiento y respuesta de etapas amplificadoras. También se presentarédn y resolveran
gjemplos de integracion de los conceptos tedricos con la préctica concreta. Para el desarrollo de las clases, se adoptara una
estrategia de guiado para el descubrimiento de los nuevos conceptos contenidos en el programa, fomentando el aprendizaje
colaborativo. La dinamica aulica partira de la presentacion de |los nicleos tedricos esencial es para luego articular instancias
de construccién colectiva. A través de lainteraccién activadel estudiantado, €l andlisis de gemplosy la deduccion 16gica, se
promovera el avance grupa hacialaformulacion de las aplicaciones 'y derivaciones conceptuales, transformando el aula en
un taller de co-disefio colaborativo del conocimiento.

L as clases précticas abordaran la resolucion de problemas: espacios dedicados ala aplicacion de lateoria mediante guias de
gjercicios de célculo, modelado analitico y simulacién computaciona (SPICE), asi como actividades experimentales parala
manipulacion de instrumental de medicion y laimplementacion fisica de los circuitos anal 6gicos calculados y simulados
previamente.

Las Guias de Ejercicios de Célculo contienen problemas para resolver que requieren laintegracion de lateoriaalareaidad
concreta de casos tipicos. El objetivo es brindar entrenamiento para el andlisis de redes analdgicasy afrontar los distintos
casos de polarizacion y andlisis de funcionamiento con sefia. En las clases de practica se explicala resolucion de algunos
ejemplos tipicos que pueden servir de guia para €l trabajo individual sobre los gjercicios. Los resultados de |os gjercicios se
publicarén para autocorreccion. Las evaluaciones parcial es contienen problemas de célculo pararesolver y tienen por objetivo
verificar el cumplimiento individual de los objetivos planteados en cada unidad temética.

Las Guias de Ejercicios de Simulacion proponen la confeccién de esqueméticos y andlisis computacional es para predecir el
comportamiento de los gjercicios de laboratorio, comprobar las especificaciones tedricas y en algunos casos, advertir
precauciones de procedimiento para las conexiones, predecir diferencias por aproximaciones aplicadaen el calculo y advertir
errores de insercién de instrumentos de medida que ocurren en el laboratorio. Los problemas de simulacion serealizan en las
clases de précticay los resultados se publican para autocorreccion.
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El aprendizaje basado en proyectosy problemas permite a canzar |os objetivos de la asignatura en torno a un Proyecto
Integrador de disefio anal égico que e estudiantado debe resolver alo largo del cuatrimestre, trabajando en equipo de manera
auténoma con la guia docente. El proyecto consiste en €l disefio de una etapa amplificadora o fuente regulada que permite
integrar |os conocimientos adquiridos. Debe presentarse un informe escrito con detalles de calculo del proyecto, simulacion
circuital y lademostracién de laimplementacion practica del circuito para verificar su funcionamiento segun las
especificaciones preestablecidas.

Las Guias de Ejercicios de Laboratorio contienen experiencias que permiten verificar el comportamiento real de los circuitos
semiconductores analizados y cal culados, abordando los problemas y situaciones reales que se presentan en la
implementacion fisica, tales como el efecto de carga de |os instrumentos, tolerancias de componentes, derivatérmica,
saturacién y limitaciones frecuenciales. La g ecucion de las experiencias de laboratorio serealiza en las clases de précticay
los resultados deben presentarse para su revision a finalizar la clase. Las guias estan confeccionadas para aprovechar a
méximo el tiempo de laboratorio e instrumental disponible (osciloscopios, generadores de funciones, fuentes doblesy
multimetros), y requieren larealizacion previa de los gjercicios de cdlculo y simulacién, asegurando que | os estudiantes
cuenten con los puntos de trabajo y val ores tedricos esperados antes del montaje.

El uso de entornos virtuales permite la articulacién de las clases presenciales con €l aulavirtua utilizando la plataforma
Moodle, donde se alojan las guias de trabajos practicos, hojas de datos (datasheets) de componentes comerciales, archivos de
simulacion de referencia, manuales de instrumental, foros de consultay la comunicacion oficial de calificacionesy entregas
de informes técnicos.

Mapeo de Resultados de Aprendizaje (RA) e Instrumentos de Evaluacién Directa:

RA1 (Modelado y Andlisis): Préacticas de Ejercicios TP1, TP2, TP4y TP6. Evaluacion mediante el Examen Parcial 1y 2, e
Informe Técnico del Laboratorio 1, 2,4y 6.

RA2 (Disefio de Etapas Analégicas): Practicas de Ejercicios TP2, TP3, TP4y TP5y Laboratorios 2, 3, 4 y 5. Evaluacién
mediante el Examen Parcial 1y 2 e Informe Técnico de los Laboratorios 1, 2, 3y 5.

RA3 (Montaje, Instrumental y Diagndstico): Laboratorios 1, 2, 3, 4, 5y 6. Evaluacion mediante la observacion directa de
desempefio en € meson de trabajo e Informes Técnicos de Laboratorio 1, 2, 3,4, 5y 6.

RA4 (Integracién y Comunicacion Técnica): Trabajo Final / Proyecto Integrador de Disefio Analégico. Evaluacion mediante
Informe Técnico escrito y defensa oral grupal del prototipo funcionando.

ELEVACIONy APROBACION DE ESTE PROGRAMA

Profesor Responsable

Firma

Aclaracion:

Fecha:
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